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Sposéb wytwarzania drobnostrukturalnych siatek

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania drobnostrukturalnych siatek, o oczkach rzedu kilkudzie-
sieciu mikrometréw, a zwtaszcza siatek lamp analizujgcych.

Znany sposéb wytwarzania drobnostrukturalnych siatek lamp analizujacych polega na tym, ze na piytce
szklanej wycina si¢ diamentem rowki, ktérych rozklad odpowiada obrazowi Zadanej siatki. Plytka szklana
z odwzorowanym na niej obrazem siatki tworzy raster, na ktéry naparowuje si¢ warstwe metalu.

Nastepnie usuwa si¢ metal z ptaskich powierzchni rastra, na przyktlad scierajac go irchg, a warstwe metalu
wypelniajaca rowki rastra pogrubia si¢, nanoszac na niag miedZz metods elektrolityczna. Do elektrolitycznego
nanoszenia miedzi stosuje si¢ elektrolit w postaci kwasnego roztworu siarczanu miedzi, a elektrody zasila si¢
napigciem stalym Metal wypetniajacy rowki rastra stanowi gotows siatke, ktéra odrywa si¢ od powierzchni
szklanej, a raster uzZywa si¢ do wytworzenia nast¢pnych siatek.

Zasadnicza niedogodnoscia techniczng znanego sposobu jest konieczno$é stosowania rastréw szklanych,
ktérych wykonanie wymaga specjalistycznego oprzyrzadowania, zapewniajacego doktadne odwzorowanie obrazu
wytwarzanej siatki. Oprzyrzadowaniem takim dysponuje najczesciej wytwdrca rastréw, a nie wytworca siatek, co
utrudnia dokonywanie zmian parametréw siatek przez ich wytworce. Rastry szklane moga by¢ uzywane wielo-

krotnie, lecz jedynie dla okredlonego rodzaju siatki. Zmiana parametréw siatki wymaga wykonania odpowiednie-
£0 rastra.

Istota wynalazku polega na tym, Ze na plytke izolacyjna nanosi si¢ warstwe metalu, a nast¢pnie warstwe
substangcji $wiatloczulej odpornej na czynniki trawigce metal, po czym naswietla si¢ wzor zadanej siatki i wywo-
uje go. Dzigki temu w warstwie substancji $wiatloczulej powstaje raster, w postaci rowkéw utozonych w zgda-
ny wzor siatki, ktérych dna stanowi uprzednio natozony metal.

Nastepnie plytke z rastrem umieszcza si¢ w roztworze elektrolitycznym, korzystnie w roztworze miedzi
o wartoéci pH = 7--8, i w znany spos6b prowadzi si¢ proces elektrolizy, zasilajac elektrody napigciem o przebie-
gu impulsowym. W wyniku procesu elektrolizy warstwa metalu stanowigca dna rowkéw rastra ulega pogrubieniu.
Po usunigciu substancji §wiattoczulej otrzymuje si¢ plytke z przytwierdzong do niej gotows siatka.
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Nastepnie cato$¢ umieszcza si¢ w cZynniku trawigcym warstwg metalu naniesiona bezposrednio na plytke.
a w wyniku wytrawienia tej warstwy siatka zostaje odtaczona od ptytki.

Korzystne jest stosowanie substancji swiatloczulej w postaci fotolakieru pozytywowego oraz zasilanie
elektrod w procesie elektrolizy napigciem o czgstotliwosci rzedu kilku kHz i gestosci pradu w impulsie nie wigk-
szej niz 2A/dm”.

Wykonywanie siatek sposobem wedlug wynalazku nie wymaga specjalistycznego oprzyrzagdowania, dzieki
czemu siatki moga by¢ wytwarzane przez zaktady dysponujace jedynie pracownia mikrofotolitograficzna. Zasto-
sowanje metody fotochemigraficznej wytwarzania rastra umozliwia swobodny dobdr parametréw siatek, nato-
miast stosowanie .przy pogrubianiu warstwy metalu napigcia o przebiegu impulsowym wptywa korzystnie na
gtadko$é uzyskiwanej warstwy i doktadnos¢ wykonania siatki.

Przedmiot wynalazku jest objasniony w przyktadzie wykonania siatki widikonu.

Na doktadnie umyta i odttuszczong ptytke szklana naparowuje si¢ warstwe aluminium o grubosci okoto

50nm, a nastepnie warstwe miedzi o grubosci okoto 150nm. Naparowane warstwy pokrywa si¢ lakierem pozyty-
wowym o rozdzielczosci 2000 linii na 1 mm. Plytk¢ umieszcza si¢ w suszarce i wygrzewa w temperaturze 90°C
przez 45 minut.

Nast¢pnie na plytce umieszcza si¢ mask¢ chromowa odwzorowujaca zadany ksztatt siatki i jej pierscienia
usztywniajacego, a po naswietleniu, wywotaniu, wysuszeniu i utwardzeniu fotolakieru otrzymuje si¢ raster o row-
kach, ktérych dna stanowia odstoni¢te warstwy uprzednio naparowanej miedzi. Ptytke wraz z wytworzonym na
niej rastrem zanurza si¢ w dziesigcioprocentowym roztworze kwasu siarkowego, w celu oczyszczenia odstonie-
tych warstw miedzi, po czym miedZ pokrywa si¢ warstwg ztota o grubosci 0,2um.

Nastepnie rowki rastra wypetnia si¢ miedzia, stosujac metode¢ elektrochemiczng. W tym celu sporzadza sie
roztwér fosforanowo-winianowy, ktéry wjednym litrze zawiera 35 g pieciowodnego siarczanu miedzi, 140 g
dziesigciowodnego pirofosforanu sodu, 95 g dwunastowodnego ortofosforanu dwusodowego i 25 g winianu sodo-
wo-potasowego, pH roztworu wynosi 7.

W roztworze umieszcza si¢ plytke miedziang jako anode i ptytke z naniesionym rastrem jako katode i do
elektrod doprowadza si¢ napigcie o przebiegu impulsowym, czestotliwosci 2 kHz i gestosci pradu w impulsie
2A/dm?. Temperature roztworu elektrolitycznego utrzymuije si¢ w granicach 16 + 1°C. W ten sposéb nanosi sie
w rowki rastra warstwe miedzi o grubosci 6 um, a nastepnie pokrywa si¢ ja zabezpieczajacg warstwa fotolakieru
i stosujac maske chromowa odwzorowujaca jedynie pierscieri usztywniajacy siatki, powtarza si¢ proces naswietla-
nia, wywolania, wysuszenia i utwardzenia fotolakieru. W wyniku tego odstoniety zostaje pierscier usztywniaja-
cy, ktéry pogrubia si¢ dodatkowo przez naniesienie miedzi metoda elektrolityczng, stosujac zasilanie elektrod
napigciem stalym. \

Fotolakier usuwa si¢ rozpuszczajac go w acetonie, a wytworzona siatke¢ zdejmuje si¢ z podloza przez !
trawienie naparowanych na szklo warstw aluminium i miedzi w roztworze chlorku zelazowego o stezeniu 0,5%.

Zastrzezenia patentowe

1. SposGéb wytwarzania drobnostrukturalnych siateck, znamienny tym, Zze na plytke izolacyjna
nanosi si¢ warstwe metalu, nastgpnie warstwe substancji swiattoczulej odpornej na czynniki trawigce metal, po
czym naswietla si¢ wzor Zadanej siatki i wywotuje go, a nastepnie calosé zanurza si¢ w roztworze elektrolitycz-
nym iw znany sposéb prowadzi si¢ proces elektrolizy, zasilajac elektrody napigciem o przebiegu impulsowym,
PO czym usuwa si¢ substancje swiattoczula i ptytke wraz z wytworzona na niej siatka umieszcza si¢ w czynniku
trawigcym metal naniesiony bezposrednio na plytke izolacyjna.
2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Zejako substancje swiatloczula stosuje si¢ fotola-
kier pozytywowy.

3. Sposob wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze stosuje si¢ roztwor elektrolitu o wartosci pH od 7
do 8. :
4. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze stosuje si¢ napigcie zasilajace elektrody o czesto-
tliwosci rzedu kilku kHz, i gestosci pradu w impulsie co najwyzej 2A/dm?.
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